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１．概要（Summary） 

目的は、真空パッケージングを、CMOSプロセスに

完全に整合した方式で実現するため、擬似的な構造を

用いて接合実験を行い、本実験で採用した方式の可能

性を確認することである。 

 CMOSプロセスコンパチのため、最高接合温度はバ

ックエンドプロセス温度（400℃）以下でなければな

らない。利用できる金属は、CMOSプロセスで利用す

る金属が望ましく、材料として Al を、プロセスとし

て熱圧着のみを用いた。Al は容易に酸化されるため、

スパッタ形成された Al の酸化防止および変形を容易

にするためSn層を連続スパッタでAl層中に挿入した。 

   

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

TEOS PECVD（住友精密，MPX-CVD）, Deep RIE

（住友精密，MUC-21）, RF スパッタ装置(芝浦メカ

トロニクス, CFS-4ESII )，ウェハ接合装置（ズースマ

イクロテック，SB6e） 

【実験方法】 

表面は井桁状構造で断面は下駄状構造を有する

20mm□の Si 基板と、封止性評価のためホール状に

ダイアフラムが形成された 20mm□の SOI からなる

基板を作成し、両基板の接合表面に Al-Sn膜をスパッ

タ形成した。その両基板の熱圧着接合を 390～350℃

で試みた。(Fig.1) 。 

 

Fig. 1 Bonded metal structure and bonding image 

 

 真空封止の確認は、SOIウェハに形成されたダイア

フラムの凹状のへこみを計測することで評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 AlとSnが積層され、接合面がAlとなっている接合層に

ついての熱圧着接合結果を Fig. 2に示す。歩留り 15/16

で 1000時間を超える安定した真空封止が実現できた。 

 

 

 

Fig. 2 Evaluation result of Al/Sn thermal 

compression bonding 
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